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【背景】縦型 GaN パワーデバイスの高効率化には、実効アクセプタ濃度が 1017 cm-3程度の低濃

度ｐ型 GaN への局所オーミック接触抵抗を低減することが重要である。しかし、p-GaN は仕事

関数が大きくこれに適合する金属が存在しないため、p+層なしでオーミック接触を形成すること

は難しい[1]。まだ、縦型 MOSFET に代表される縦型パワーデバイスでは、n-p-n 構造を取るため

再成長といった手法が必要となるが p+-GaN/p-GaN の再成長界面においてシリコンパイルアッ

プが生じることから、局所的オーミック接触形成が困難で接触抵抗が高いのが現状である。本研

究では、アニールした Mg 層を用いて p+層を有しない低濃度 p-GaN へのオーミック接触を試み

た。 

【実験】サファイア基板上に、まず MOVPE 法によって低温 GaN バッファ層を成長させた。そ

の後、p-GaN(Mg 濃度: 1.3×1017 cm-3)を 1.3 μm 成長させた。エピ成長後、RCA 洗浄と 700 ℃

において脱水素アニールを行った。スパッタ法によって Mg を 50 nm 堆積し、c-TLM パターンを

フォトリソグラフィーにより作製した。その後、800 oC の N2雰囲気下において 60 分アニールを

行った。アニールされた Mg 層を HF および沸騰王水で 20 nm までエッチバックし、Ni/Au 電極

を EB 蒸着し、525 ℃の O2雰囲気中にて 5 分間アニールを行った。TLM 法によって接触比抵抗

（ρc）を評価した。また、STEM-EDX、XPS、および、Hall 効果測定から Mg アニール層/p-GaN

界面を調べた。 

【結果と考察】図 1 に TLM パターンにおける電流-電圧特性を示す。Mg アニール層を用いるこ

とにより電流は 10５倍となり、オーミック接触であることを確認した。この時のρcは 0.158 Ωcm2 

であった。図 2 に Mg アニール層/p-GaN 界面における STEM-EDX 測定結果を示す。Mg アニー

ル層/p-GaN 界面付近において Mg、Ga、N の相互拡散層（MgGaN 層）が形成されていることが

明らかになった。GaN 分解が Mg 拡散を促進し、相互拡散によって形成された p+層が接触比抵抗

低減の原因であると考えられる。また、XPS および Hall 効果測定から、Mg アニール層を形成す

ることによって p-GaN 表面におけるバンド曲がりが抑制されていた。以上より、p-GaN 中に拡

散した Mg が接触比抵抗低減に寄与し、オーミック接触の形成に繋がった。 
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